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1. 击穿电压

✓ 各型号SiPM的IU曲线已测试完成

 分析代码
GSM-20H10源表
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2. 低温测试 (PSS 11-6060-S) ⚫ 测试电压： 32V

⚫ 测试温度：-60 至 20 摄氏度，步长10摄氏度

 DCR数值需要Cross Check，因为信号幅度较小



2. 低温测试 (PSS 11-6060-S)

信号幅度小 (1点多mV)，可能会影响寻峰

考虑接二级放大，或将CH叠加？

串扰比较难定准

工作电压32V
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